
Probírané metody 
 XPS/ESCA, UPS  

 X-AES, E-AES  

 XRF – WDX, EDX 

 EM – TEM, SEM, STEM 

 STM, AFM, SNOM 

 XRD, LEED, RHEED, THEED, neutronová difrakce 

 SIMS 

 IR (ATR, DRIFT? IRRAS), Raman – včetně mikroskopií, 

SERS, TERS 

 NMR – 1D, 2D, CP-MAS, relaxometrie  

 

 Využití synchrotronového záření 



Porovnání metod 

 Informace o prvkovém složení 
 XPS/ESCA 

 Augerova spektroskopie 

 XRF – WDX, EDX 

 SIMS 

 

 Nepřímo  

 EM  

 SNOM spektroskopie – některé techniky 

 NIR/IR, Raman 

 

 Difrakční metody 



Porovnání metod 

 Informace o molekulovém složení 
 IR, Ramanova spektroskopie 

 NMR spektroskopie 

 

 Difrakční metody 

 

 ESCA/XPS, UPS 

 

 SIMS - SSIMS 



Porovnání metod 
 Informace o struktuře (chemické) 

 Difrakční metody 

 

 NMR, Ramanova, IR spektroskopie 

 

 Nepřímo  

 UPS 

 ESCA 

 SIMS 

 

 



Porovnání metod 

Velikost „stopy“, laterální rozlišení 
 Možnosti fokusace záření či částicového paprsku a 

difrakční limita 

 Možnosti technik blízkého pole 

 Skenování primárním paprskem vs. skenování 

polohováním vzorku 

 Způsoby sběru sekundárního záření/částic 

 Metody detekce 

 Metody konstrukce/rekonstrukce obrazu 

 

 Vliv vlastností materiálu 



Porovnání metod 
 Velikost „stopy“, laterální rozlišení 

 ESCA – milimetry až 5 μm 

 E-AES – až cca 10 nm 

 SSIMS – až 5-10 nm (běžně 40 – 50 nm),              

DSIMS – od desítek nm až po μm 

 

 TEM – cca 0,2 nm (max. rozlišení?)  

 SEM – 5 nm, TEM – 1 nm  

 RTG mikrodifrakce – cca 1 µm2 (stopa) 

 

 IR – cm až desítky μm (SNOM IR – cca desítky nm) 

 Raman – mm až 1 μm (TERS – cca deset nm) 

 



Porovnání metod 
 Hloubka průniku 

 ESCA – od 1 nm (AR XPS), přes cca 8 až po 1000 nm – DP 

 

 Auger – cca 2 nm, destruktivní DP – obdobně jako ESCA 

 SSIMS – pod 1 nm, DSIMS – desítky nm 

 TEM – až 100 nm  

 

 IR – běžně jednotky μm – ale pozor IR SNOM 

 Raman – běžně stovky nm – pozor TERS 

 

 Značný vliv vlastností materiálu – prostupnost pro primární 

„záření“ 



Porovnání metod 

Riziko poškození vzorku 
 Vliv energie jednotlivého kvanta primárního „záření“ 

 RTG záření, částicové paprsky 

 

 Vliv celkového toku primárního „záření“ 

 Laserové techniky 

 

 Vliv nutnosti úprav vzorků před měřením 

 Vakuová aparatura 

 Specifika NMR 



Porovnání metod 

 In-situ analýza, ex-situ analýza  

 In situ - možnost  

 NMR relaxometrie 

 IR, Raman 

 XRF  

 

Ex-situ  

 ESCA, UPS, AES, EM 

 Difrakční metody 



Rozměry objektů 
 3D makro 

 2D makro, 1D mikro 

 2D makro, 1D nano 

 1D makro, 2D mikro 

 1D makro, 2D nano 

 1D makro, 1D mikro, 1D nano 

 3D mikro 

 2D mikro, 1D nano 

 1D mikro, 2 D nano 

 3D nano 



NMR solid state 
 



NMR solid state 
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RRUFF 
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SIMS 
 



SIMS 
 

Diazepam  (positive ion)

The Static SIMS Library, SurfaceSpectra Ltd
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SIMS 

 



SIMS 

 



SIMS 

 

Paracetamol  (positive ion)

The Static SIMS Library, SurfaceSpectra Ltd
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